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摘要(译)

本发明的主题包括一种映射在应用电磁波的测试中使用的参考物理参数
的分布的方法，特别是在使用计算机断层摄影仪想象的对象的平面或空
间测试中，其中整个参考（ 1 ）或其设计中使用的组件碎片及其物理参
数的形成决定因素通过高分辨率扫描成像，即至少两倍，最好是将来使
用该参考的分辨率的五倍研究和参考或其片段或组件的分层图像的集
合，在此基础上，通过从特定横截面的图像中读取信息，直接确定材料
分布和/或吸收系数分布，利用关于吸收系数的信息以及每个体素的坐
标，其形成所谓的特定参考元素的吸收系数的空间分布，存储在电子存
储器中的三维矩阵中，其中所述信息用于计算校正系数，其为每个体素
定义参考元素的特定部分的参数与制造假设产生的理论值的偏差，形成
所谓的制造精度图，个体用于特定片段或参考元素，然后将部分参考或
其元素的单独制造精度图写入一个公共文件，形成整个制造精度定义参
考。
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